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Традиционные методы формирования гомеотропной ориентации жидких кристаллов основаны на использовании специальных ориентирующих покрытий (например, полизама или хромолана). Однако такие слои могут вносить дополнительный вклад в диэлектрические свойства жидкокристаллической ячейки, выступая поляризуемым промежуточным слоем и потенциальным источником ионных примесей. Это приводит к искажению диэлектрических спектров, появлению низкочастотной дисперсии и снижению воспроизводимости измерений.
В данной работе предложен альтернативный подход к формированию гомеотропной ориентации, основанный на использовании активированных поверхностей прозрачных проводящих электродов – оксида индия-олова (ITO) и оксида олова, допированного фтором (FTO), без применения дополнительных ориентирующих слоев. Очистка и активация поверхности проводились с использованием аммиачно-перекисного раствора с последующей обработкой в УФ-озоновой камере, что обеспечивает эффективное удаление органических загрязнений и повышение гидрофильности поверхности.
Было получено (рис.1), что поверхностная энергия электродов возрастает с исходных значений 17–25 мДж/м2 до ~40 мДж/м2 после аммиачно-перекисной обработки и до ~70 мДж/м2 после дополнительной озоновой активации. Морфологические исследования методом атомно-силовой микроскопии и измерения поверхностного сопротивления подтверждают сохранение структуры и электропроводности пленок.
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Рис. 1. Значения полной поверхностной энергии, дисперсионной (красный) и полярной (синий) составляющей энергии покрытий ITO и FTO после очистки.
Диэлектрические измерения жидкокристаллических ячеек показали, что использование активированных электродов обеспечивает более стабильный диэлектрический отклик и улучшенную гомеотропную ориентацию. Предложенный подход позволяет исключить влияние ориентирующих слоев на измеряемые свойства жидкого кристалла и может быть использован при разработке электрооптических и оптоэлектронных устройств.
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